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Die folgondon Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Leiterplattenprufvorrichtung 

Gegenstand der Erfindung ist eine Leiterplattenpruf- 
vorrichtung zum Prufen der Leiterbahnen (2-6) von elek- 
trischen Leiterplatten (1) auf Unterbrechung oder Isolati- 
on, die Priifstifte (10-15; 35, 36) zum Kontaktieren der Lei- 
terbahnen (2-6) bzw. der mit diesen verbundenen Kon- 
taktflachen (a, b, c, ...; A, B, C, ...; X, Y, Z), eine mit den Priif- 
stiften verbindbare Prufspannungsquelle (16), und eine 
Auswerteschaltung (26), die den Stromfluft durch die mit 
der Prufspannungsquelle einerseits und der (den) zu pru- 
fenden Leiterbahn(en) andererseits verbundenen Priifstif- 
te n als Fehlerprufergebnis auswertet, aufweist. Urn die 
elektrische Prufung ultrafeiner Leiterplattenstrukturen 
ohne Beschadigung derzu prufenden Kontaktflachen und 
Leiterbahnen zu ermoglichen, ist erfindungsgemaS ein 
zwischen die Prufstifte und die Leiterplatte einfuhrbares 
Kontaktelement (7) vorgesehen, dessen den Prufstiften 
(10; 35) zugewandte Seite (8) aus leitendem Material be- 
steht und mit mindestens einem Priifstift eine elektrische 
Kontaktverbindung bilden kann und dessen der Letter- 
plane zugewandte Seite (9) Abmessungen derart hat, daft 
das Kontaktelement zur gleichzeitigen Kontaktierung von 
mindestens zwei Leiterbahnen (2-4) oder Kontaktflachen 
(a, b, c, ...) zu Leiterbahnen geeignet ist, wobei das Kon- 
taktelement zwischen einem Durchlaftmodus und einem 
Sperrmodus umschaitbar ist, wobei es im Durchlafcmo- 
dus einen Stromfluft zwischen dem (den) entsprechen- 
den Prufstift(en) und den kontaktierten Leiterbahnen oder 
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Beschrcibung 

Die Erfindung betrifft cine Leitcrplattenprufvorrichtung 
/um elektrischen Prutcn von ultrafeinen Leiterplatlenstruk- 
turen nach cicm Oberhegriff von Patentansprueh 1 . ■> 

Ublicherweise werden zur elektrischen Funktionskon- 
trolle von I.eitcrplaiten manuclle halbautomatisehe und 
vollautoniatische Priifgerate eingesci/t. deren Aufgabe 
darin besieht. derartige Leirerplaiten. oftmals auch als gc- 
druckte Schaltungen bezeichnet. auf Unterbrechungen und io 
Kurzschliisse zu uberpriifen. 

Hierzu konnen sowohl festverdrahtete Priifadapter mil 
Federstiften. sogenannte Universal-Priif adapter rnit starren 
Priifstiften oder auch sogenannte fliegende Priifstift-Sy- 
sieme rnit einzelnen oder niehreren Priithngern verwendet 15 
werden, die cotnputergesteuert auf iiblicherweise beiden 
Seiten einer Leiterplatte aut Priiffiachen aufgesetzt werden 
und durch AnLegen einer Priifspannung elektrische Parame- 
ter, wie be is pie Is wet se SiromfluB oder Widerst and. abfragen 
konnen. 20 

Festverdrahtete Prufadapter, auch Spezialadapter ge- 
nannt, in Verbindung mir den entsprechenden Priifgeraten 
stellen die urspriinglichste Form von Priitgeraten dar. Mit 
solchen Priitgeraten konnen auch feine Leiterptattenstruktu- 
ren bzw. die feinen Kontaktrlachen (sogenannte Pads) diver- 25 
ser [C-Lottiachen kontaktiert werden. Allerdings miissen 
diese festverdrahteten Prufadapter produktspezi risen ange- 
fertigt werden. verursachen somit hohe Kosten und benoti- 
gen entsprechende Anfertigungszeiten. 

Durch Verwendung soge nan nter Universal-Prut'adapter 30 
kann die Anfertigungszeit und konnen die Antertigungsko- 
sten gegenuber den oben genannten Spezialadaptern redu- 
ziert werden. Allerdings sind die Investitionskosten derarti- 
ge r Priifgerate hoher als fur festverdrahtete Prufadapter. da 
hier die Priifelektronik matrix torniig mil beispielsweise 35 
2.54 mm (100 mil = 0.1 inch), 1.78 mm (70 mil) oder nur 
1.27 mm (50 mil) Rasterabstand der Kontaktrlachen fur die 
Priifstifte zur Verfugung stehen muB und nieht. wie bei den 
test verdrahte ten Priifadaptem, lediglich entsprechend der 
Anzahi der erforderlichen Prufpositionen. *o 

Bei Priifgeraten rnit sogenannten fliegenden Priiffingern 
ist demgegenuber kein Prufadapter erforderlich. Allerdings 
wird bei diesen Priitgeraten ein entsprechend optimiertes 
Softwareprogramm zur Ansteuerung aller Prufpositionen 
benotigt und es miissen die entsprechenden elektrischen Si- 45 
gnale ausgewertet werden. Als Vorteil solcher Priifgerate ist 
der Wegfail der Kosten fur Prufadapter und der theoretisch 
extrem kleine tnogliche Prufpunktabstand zu sehen. Nach- 
teilhaft ist bei diesem System dahingegen die niedrigere 
tnogliche Priifgeschwindigkeit. die einen Einsatz bei groBe- 50 
ren Leiterpiatten mil entsprechend hoherer Anzahi an Priif- 
punkten und bei hohe ren Stuckzahlen aus Zeit- und Kosten- 
griinden nicht zulaBt. 

Durch die i miner hoher werdende Integration von elektri- 
schen Bauelementen durch Techno logic n, wie beispiels- 
weise COB (Chip on Board), und durch den Einsatz von 
Flip-Chip und MCM (Multi Chip Modul) - Technoiogien 
werden die Strukturen auf den Leiterpiatten immer feiner 
und die Dichte der mil den Priifstiften zu kontaktierenden 
Priiffiachen wird immer groBer. 

Derartige Leiterpiatten konnen zwar noch rnit den soge- 
nannten Hiegenden Priirringer- Priifgeraten gepriift werden. 
allerdings kSnnen damit. wie oben bereits erwahnt. keine 
Massenprodukte wi nsc haft lie h und mit akzeptablen Priif- 
zeiten getestet werden. 

Mit festverdrahteten Adaptersystemen und mit Universal- 
Adapters yste men wird hingegen beispielsweise die Mes- 
sune von IC-Geometrien mit 100 um (4 mil) Lot- bzw. 
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Bondflachen und damit 200 um (8 mil) RastermaB nahezu 
unmoglich. Bei derartigen Systetnen miissen Priifspitzcn 
mit typtsch bis zu 0.25 turn Durchmesser oder sogar auch 
nur 0.12 mm Durchmesser verwendet werden. und diese 
miissen gesiehert bei mehreren KX) MeBzyklen pro Stundc 
Kontaktrlachen von bis zu 0.10 mm Brcite in einem Raster- 
maB von beispielsweise 0.20 mm treffen. 

Um die Trefferquote zu erhohen, sind /war optoelektroni- 
sche Justierhilfen und ferner sogenannte Mic road just ment- 
Systeme bekannt. die bei Feststellung von hoher Fehlerzahl . 
der Leiterplatte eine sehr kleine Auslenkung der Priifposi- 
tion verursachen und einen weiteren Priifvorgang auslosen. 
Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt bis F : ehlerfreiheit 
vxler die voreingestellte Anzahi von MeBzyklen erreichi und 
in diesem Fall die Leiterplatte als fehlerhaft ausgeworfen 
wird. Der Nachteil dieses Systems liegt in der liingeren 
MeBzeit und vor allem in der hoheren Anzahi an Priifspit- 
zenabdriicken auf den Leiterpiatten bzw. den Kontaktrla- 
chen. 

Diese Priifspitzenabdriicke sind wiederum fur eine immer 
haufiger werdende Leiterplattenausfuhrung, fur sogenannte 
COB (Chip on Board) - Montagen nicht mehr akzeptierbar. 
da beim sogenannten Bonden der Chips derartige Abdriicke 
zu einer Erhohung der Fehlerquote fiihren. Ublicherweise 
sind solche Kontaktrlachen fur Bonddrahtkontaktierungen 
vergoldet. Dieses Problem der Nicht-Akzeptanz von Prii'f- 
spiizenabdriicken trirYt jedoch auch auf ehemisch-Zinn- 
Oberrlachen und auf eine Reihe weiterer neuartiger ultrafei- 
ner Leiterplattenstruktur-Technologien zu. 

Neuartige Priifmethoden verwenden zur Vermeidung von 
Priifspitzenabdrucken deshalb beispielsweise anisotrope 
diinne Gummimatten. die unter Druck leitend werden. Diese 
Methode wurde beispielsweise von der Firma Japan Synthe- 
tic Rubber Co., LTD. (JSR), Tokio, Japan entwickelt. Dabei 
werden allerdings sogenannte Translator-Leiterplatten be- 
notigt. die auf der zu priifenden Leiterplattenseite die im all- 
gemeinen spiegelbildlich angeordneten erhobenen Kontakt- 
rlachen aufweisen. Dazwischen wird eine diinne Gummi- 
inatte von wenigen 0.10 mm Dicke. beispielsweise 0.2 mm. 
eingefugt. die durch selektiven Druck im Bereich der Kon- 
taktrlachen leitend wird und in den danebenliegenden Zwi- 
schenraumen isolierend bleibt. Auf der Riickseite der soge- 
nannten Translator-Leiterplatten konnen nun entsprechende 
Priifstifte zur Beaufschlagung der Priifspannungen ange- 
bracht sein oder es konnen auch matrix-fonnig angeordnete 
Priiffiachen mit beispielsweise 2,54 mm (100 mil). 1.78 mm 
(70 mil), 1.27 mm (50 mil) oder ahnlichem RastermaB ange- 
ordnet sein. die wiederum mittels weiterer elastomerer leit- 
fahiger Matten verbunden werden. Diese druckempfindli- 
chen und leitfahigen Matten werden ublicherweise mit kor- 
respondierenden leitfahigen Matrixstrukturen verwendet 
und weisen eine groBere Dicke von beispielsweise 1.0 mm 
(70 mil-Raster) bzw. 1.6 mm (100 mil-Raster) auf, Sie die- 
nen damit gleichzeitig als Federelement zum Ausgleichen 
55 kleiner Unebenheiten auf der zu priifenden Leiterplatte und 
auf der Translator- Leiterplatte und sullen zu einer gleichma- 
Bigen Druckbeaufschlagu:;^ fiihren. 

Nebender Anwendung aerobigen anisotropen leitfahigen 
Gummimatten-Technologie werden zur Vermeidung von 
60 Priifspitzenabdrucken auf ultrafeinen Leiterplattenstruktu- 
ren von typischerweise 0,25 mm (10 mil) bis 0.20 mm (8 
mil) und auch bereits darunter liegenden RastermaBen. also 
Kontaktrlachen von weniger als 100 um (4 mil.) und entspre- 
chend geringen Abstiinden von weniger als 100 um (4 mil). 
65 vermehrt kontaktlose Sensoren in den Priifgeraten einge- 
setzt. Damit konnen sowohl die Anforderungen der Bescha- 
digungsfreiheit als auch die Anforderungen hinsichtlieh 
Funktionskontrolle der ultrafeinen Strukturen erfullt wer- 
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tlon. Allcrdings lunktionieren derartige Scnsorcn im allge- 
meinen aut'kapazitiver Basis undes werden Transicntcn von 
Spannungsimpulsen gemessen. die iiber Priitspiizen aut'ent- 
sprechend groBere Kontakttlachen cingchrachr werden. und 
im Fa lie cincr clcktrischcn Vcrbindung /.u cincr dcr korrc- 5 
spondierenden feinen Kontakttlachen im Bcrcich dcr kon- 
taktlosen Scnsorcn wird cin Signal empt'angen odcr es wird 
kcin Signal emptangen. Damir konnen in gewisser Wciso 
und hci Verwendung en t spree bender So It w arc prog ram rue 
Kurzsehlusse und Untcrbrechungen aut" der Leiterplatte test- to 
gcstcllt werden. Allcrdings tlieBt bci dem PriitVorgang kcin 
Strom, sondern cs werden lediglich Transienten dctekticrt. 

Derartige Transicntcn-Sensorcn ertbrdem ganz speziellc 
Prut'geratc und Priit'elekironiken, die aut'die geringen elek- 
rrischen Kapaziiaten rcagieren. Der Einsatz derartiger Sen- 15 
sorcn ist bei test verdrahie ten Priit'adapter-Systemen und 
auch bei den tliegendcn Prutringer-Systemen eine Moglich- 
kett, die elcktrisehc Priifung von ultrafeinen Leiterplartcn- 
strukturen ohne Beschadigung der Kontaktrlachen durchzu- 
tuhren. Der Einsatz bei Universaladapter-Systemen er- -0 
scheint aufgrund der doeh sehr kleinen zu messenden Kapa- 
zitiitswerte nieht ertblgversprechend. 

Ausgehcnd von deni oben genannten Stand der Technik 
ist es eine Aufgabe der vorliegenden Ertindung, eine Leiter- 
plattenprufvomchtung so auszubilden, daB die oben be- 25 
schriebenen Mangel beim Srand der Technik beseitigt wer- 
den und die Vorrichtung fur die elektrische Priifung ultrafei- 
ner Leiterplattenstrukturen ohne Beschadigung der zu prii- 
fenden Kontaktrlachen und Leiterbahnen geeignet ist. 

Dicse Aufgabe wird durch die Merkmale des A nsp ruches ->o 
I aetost. 

Das ertindungsgemaBe Kontaktelement bildet im Prinzip 
einen Prufsensor mit Diodenwirkung. Die Konstruktion des 
Kontaktelementes ist so gewahlt. daB es im Sperrmodus ei- 
nen StromtiuB sowohl zwischen deni <den) Priiftstirt(en) 35 
und den uberdeckten Leiterbahnen bzw. Kontaktrlachen un- 
terbindet. als auch einen StromfluB zwischen den iiberdeck- 
ten Leiterbahnen bzw. Kontaktrlachen sclbst. Im DurchlaB- 
modus sorgt das Kontaktelement dagegen datiir. daB zwi- 
schen dem (den) Prufstift(en) und den uberdeckten Leiter- -W 
bahnen bzw. Kontaktrlachen ein Prufstrom rlieBen kann. 
wenn die uberdeckten Leiterbahnen bzw. Kontaktrlachen 
auf einem entsprechenden Potential liegen. 

Bei iter Priifung einer Leiterplatte mit einem solchen 
Kontaktelement wird davon Gebrauch getnacht. daB jede 
von dem Kontaktelement uberdeckte Leiterbahn bzw. Kon- 
takttlaehe mit einer nicht uberdeckten Leiterbahn bzw. Kon- 
takttiache aut* der Leiterplatte in Verbindung steht, wo ein 
weiterer Priifstift aufsetzen kann. Auf diese Weise konnen 
gleichzeitig mehrere eng beieinander liegende Leiterbahnen 50 
bzw. Kontaktrlachen liber das Kontaktelement mit einem 
einzigen Priifstift erfaBt werden. Wolltc man derartige eng 
beieinander liegende Leiterbahnen bzw. Kontakttlachen je- 
weils mit einem separate n Prut's lift erfassen. so wiirdc nicht 
nur der entsprechende Adapter hochst kotupliziert und we- 55 
gen der notwendigerweise dunnen Priif stifle anfallig gegen 
Fehlfunktionen sein, sonde m auch die Prufmoduln tniiBten 
eine iiuBerst hohe Konzentration an Bauelementen (Zahl pro 
Raumcinheit) haben, wodurch sie unwirtsehaftlich teuer 
werden wiirden. 60 

Ein besonderer Vorteil der Ertindung besteht rernerdarin. 
daB das Kontaktelement mit nur geringem Kosten- und Ar- 
beitsaufwand in bereits bestehende Priifanlagen-Systeme in- 
tegrierbar ist. wobei ein Einsatz des Kontaktelementes so- 
wohl in festverdrahteien Spezialadaptern. Universaladap- 65 
tern als auch in tliegenden Prufiinger-Systemen moglieh ist. 

GemaB den Merkmalen des Unteranspruchs 3 ist das 
Kontaktelement in Form einer sogenannten Sehottky-Diode 
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mit einem tVfetatl-IIalbleiter-Ubergang realtsierf. der eine 
klarc Sperr- und DurchlaBt'unktion mit schnellen Schaltzei- 
ten gewahrleistet. Die halbleitende Beschichtung des Kon- 
taktelementes wird durch eine Vorspannung in einen hoch- 
ohmigen Zustand verset/.t werden. der nur selektiv bei Anle- 
gen cincr Prufspannung an eine der Leiterbahnen bzw. Kon- 
takttlachen in einen leitenden Zustand verandcrt wird. so 
daB ein StromtiuB bewirkt wird. dcr in der Ausweneschal- 
tung des Prufgerates ausgewertet werden kann. 

[n einer Weiterbildung der Ertindung ist die der Leiter- 
platte zugewandte Seite des Kontaktelementes nicht voltrla- 
ehig mit einer halbleitcnden Beschichtung verschen, son- 
dern weist matrixt'ormig oder streitenronuig angeordnete 
Flachenelemente aus einem halbleitcnden Material auf, wo- 
bei die zwischen diesen halbleitcnden Flachenelementen lie- 
gende n Be re ic he isolierend ausgefuhrt sind. Durch diese 
MaBnahme wird einerseits der Vorteil des gemeinsamen 
elektrischen Anschlusses des Kontakteletnentcs an der den 
Prufstiften zugewandten Seite genutzt und andcrerseits eine 
verbesserte Sperrwirkung zwischen den einzelnen neben- 
einanderliegenden Leiterbahnen bzw. Kontakttlachen der 
ultrafeinen Leiterplattenstruktur erreicht. 

Vorteilhafterweise ist aut" die der Leiterplatte zugewand- 
ten Seite des Kontaktelementes ein druekieitendes Aus- 
gleichselement aufgebraeht, welches elastisch und selektiv 
unter Druckeinwirkung elektrisch leitend und ohne Druck- 
einwirkung isolierend ist. Hierdurch konnen Unebenheiten 
in der zu prufenden Leiterplattenstruktur ausgeg lichen und 
alle Kontaktrlachen unterhalb des Kontaktelementes sicher 
kontaktiert werden. 

Weitere Ausgestaltungen und Weiterbildungen der vorlie- 
genden Ertindung sind Gegenstand weiterer Unteransprii- 
che. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiete der Ertindung werden 
im tblgenden anhand der beiliegenden Zeichnung naher er- 
lautert. Darin zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ausschnitts 
einer ublichen Leiterplatte mit einer zumindest teilweise ul- 
trafeinen Leiterplattenstruktur; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung zur Erklarung des 
Aufbaus und der Funktionsweise der errindungsgemaBen 
Vorrichtung; 

Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Erklarung des 
Aufbaus und der Funktionsweise der errindungsgemaBen 
Vorrichtung; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung zur Erklarung der 
Anwendungsmoglichkeit der errindungsgemaBen Vorrich- 
tung in Spezial- und Universal-Priifadaptern; 

Fig. 5 eine ausschnittweise VergroBerung von Fig. 4; 

Fig. 6 eine schematische Darstellung zur Erklarung der 
Anwendungsmoglichkeit der errindungsgemaBen Vbrrich- 
tung in tliegenden Priiffinger-Systemen; 

Fig. 7 ein Austuhrungsbeispiel eines errindungsgemaBen 
Kontaktelementes mit einem Fuhrungselernent in sehemati- 
scher perspektivischer Darstellung; 

Fig. 8 ein wciteres Austuhrungsbeispiel eines errindungs- 
gemaBen Kontaktelementes im Schnitt entlang seiner 
Langsachse; 

Fig. 9 das Kontaktelement von Fig. 8 im Schnitt entlang 
Linie DC- EX von Fig. 8; 

Fig. 10 ein weiteres Austuhrungsbeispiel eines errin- 
dungsgemaBen Kontaktelementes im Schnitt analog der An- 
sicht von Fig. 9; 

Fig. 11 ein weiteres Austuhrungsbeispiel eines errin- 
dungsgemaBen Kontaktelementes im Schnitt analog der An- 
sicht von Fig. 9; und 

Fig. 12 eine schematische Darstellung einer mit der errin- 
dungsgemaBen Vorrichtung prufbaren ultrafeinen Leiter- 



BNSOOCID:<D6 1 973051 6A1 



DE 197 2 

5 

plattenstruktur. 

Anhand der Fig. I bis 3 soli zunachst das Grundprinzip 
dcr erfindungsgemiiBen Leiterplattenprufvomchtung niiher 
crlautcrt werden. Im AnschluB daran wcrdcn verschiedene 
bevorzugte Ausfiihrungsformen und Anwendungsmoglich- 
keiten dcr Errindung dargestellt. 

Fig. 1 /eigt in schematischer Darstctlung aussehnittweisc 
cine in dcr Praxis ubliche Leiterplatte I niit ntchrurcn Leitcr- 

bahnen 2-6 und mehreren Kontaktflaehen A. B. C W, 

X. Y, Z einer nonnalen Leiterplattensrruktur und mehrere 
Kontaktflaehen a. b, c. . . . einer ultrafeinen Lei tcrplat ten- 
si ruktur, wie sic beispielsweise fur IC-Bausteine und der- 
gleichen benotigt werden. Die Kontaktflaehen a. b. c. . . . der 
ultrafeinen Struktur sind ublieherweise uber Lciierbahnen 
2-4 mit anderen Kontaktflaehen A. B.C. . . . auf der Leiter- 
platte verbunden. Mil dem Bezugszeiehen 7 ist ein gestri- 
chelt markierter Bercich fur die mogliche Anwendung eines 
errindungsgemaBen Kontaktelementes bezeichnet. der samt- 
liche fur den IC-Baustein vorgesehenen Kontaktflaehen a. b. 
c. . . . der ultrafeinen Leiterplattenstruktur abdeckt. 

In den Fig. 2 und 3 ist schematisch der Auftau der Vor- 
richtung dargestellt. wobei die Leiterplatte I mit Leiterbah- 
nen und Kontaktflaehen aus Fig. I im Schnitt gezeigt ist. 
Die LeiterpLattenprufvorrichtung enthalt, wie aueh die oben 
beschriebenen herkommlichen Prufgeriite. tnehrere Priif- 
stifte 10-15 zutn Kontaktieren der Leiterbahnen 2-6 bzw. 
der mit diesen verbundenen Kontaktflaehen a. b c. . . . oder 

A, B. C W, X. Y. Z. Die Prufstifte 10-15 sind inittels 

Leitungsverbindungen 21-24 uber eine Matrixschaltung 27 
mit einer Prufimpulse erzeugenden Priifspannungsquelle 16 
verbunden. die gleichzeitig als Vorspannungsinipulse erzeu- 
gende Vorspannungsquelle dient. Die Pruf- und Vorspan- 
nungsquelle 16 hat einen Ausgang 20. an dem negative Vor- 
spannungsinipulse ausgegeben werden. einen Ausgang 19. 
an dem positive Prufimpulse ausgegeben werden und einen 
Masse-Ausgang 18. Die MatrixschaUung 27 verbindet die 
Verbindungsleitung 21-24 eines jeden Priifstiftes 10-15 ma- 
trixtbmiig uber Schaltelemente 17 wahlweise mit jedem 
Ausgang 18-20 der Pruf- und Vorspannungsquelle 16. Die 
Steucrung der Schaltelemente 17 der Matrixschaltung 27 er- 
folgt Ciber eine Matrix- Steuerschaltung 25. Zwischen der 
Matrixschaltung 27 und dem Masse-Ausgang 18 der Priif- 
und Vorspannungsquelle 16 ist eine Auswerteschaltung 26 
in Form eines bekannten StrommeBgeriites geschaltet. 

Zwischen die Kontaktflaehen a, b. c, . . . einer ultrafeinen 
Leiterplattenstruktur, beispielsweise eines IC-Bausteins. 
und den diesen gegenuberliegenden Prufstift 10 wird ein 
Kontaktelement 7 positioniert. Anstelle des einen Priifstiftes 
10 konnen auch mehrere Prufstifte 10 mit dem Kontaktele- 
ment 7 verbunden und in der Matrixschaltung 27 entspre- 
chend parallel geschaltet sein. 

Das Kontaktelement 7 besteht auf seiner dem (den) Prtif- 
stift(en) 10 zugewandten Seite aus einem Substrat 8 aus ei- 
nem elektrisch leitendem Material, das mit mindestens ei- 
nem der Prufstifte 10 eine elektrische Kontaktverbindung 
bildet. Vorzugsweise besteht das Substrat 8 aus einer MeMil- 
schicht bzw. -folic, und insbesondere aus Messing, Nirosia. 
Wolfram oder einer Oberfliichen-vergoldeten Metallfolie. 
Das Substrat sollte gut elektrisch leitend sein und keine iso- 
lierende Oberflachenoxidation aufweisen. 

Das Substrat 8 ist auf seiner der Leiterplatte I zugewand- 
ten Seite mit einer halbleitenden Beschichtung 9 versehen. 
Die Beschichtung 9 ist so groB bemessen, daB sie mehrere 
Kontaktflaehen a. b. c, . . . einer ultrafeinen Leiterplatten- 
struktur uberdeeken und somit gleichzeitig kontaktieren 
kann. Die Funktion dieser Beschichtung 9 bzw. dieses Kon- 
taktelementes 7 wird aus der folgenden Beschreibung der 
Fig. 2 und 3 besser ersichtlich. 
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Die Prufung der Leiterbahnen 5 und 6 b/w, der mit diesen 
verbundenen Kontaktflaehen W. X. Y und Z. die bezuglieh 
ihrer Dichte auf der Leiterplatte eine nonuule Leiterplatten- 
struktur aufweisen. soil hier nicht niiher erklart werden. Es 
5 wird an dieser S telle der Finfaehheit hat be r auf entspre- 
chende Druckschriften iiber elektrische Priifgerate fur Lei- 
terplatten aus dem Stand dcr Technik verwiescn. da die Lei- 
terplaitenpriifvorrichtung diesbezuglich keinen Unterschied 
aufweist. 

to Anhand von Fig. 2 wird zunachst beispielhaft die Prufung „ 
von Leiterbahn 2 auf Unterbrechung crlautcrt. Die Leiter- 
bahn 2 verbindet, wie insbesondere in Fig. 1 veranschau- 
lieht. die Kontaktfliiche a eines IC-Bausteins mit der Kon- 
taktfliiche A einer entsprechenden Verbindungsstelle des IC- 

15 Bausteins auf der Leiterplatte I. Zur Prufung der Leiterbahn 
2 steucrt die Matrix-Steuerschaltung 25 die Schaltelemente 
17 der Matrixschaltung 27 derart, daB der Prufstift 10 uber 
seine Verbindungsleitung 24 mit dem Masse-Ausgang 18 
und der Prufstift 11 iiber seine Verbindungsleitung 23 mit 

20 dem Ausgang 20 fur negative Spannungsimpulse verbunden 
ist. Samtliche anderen Prufstifte 12-13. die eine Kontaktflii- 
che B, C\ . . . kontaktieren, die mit einer entsprechenden an- 
deren iiberdeckten Kontaktflache b. c in Verbindung ste- 

hen, sind uber deren Verbindungsleitungen 21-22 mit dem 

IS Ausgang 19 fur positive Spannungsimpulse der Pruf- und 
Vorspannungsquelle 16 verbunden sind, wahrend die PriiF- 

stifte 14-15. die eine Kontaktflache W. X kontaktieren. 

die mit keiner der iiberdeckten Kontaktflaehen a, b. c. . . . in 
Verbindung steht. im allgemeinen nicht mit der Pruf- und 

30 Vorspannungsquelle 16 verbunden sind. 

Somit liegt an dem leitenden Substrat 8 des Kontaktele- 
mentes 8 Masse und an der n-dotierten Halbleiterbeschich- 
tung 9 des Kontaktelementes 7 ein demgegenuber negative- 
res Potential im Bereich der Koritaktftache a und ein demge- 

35 genuber positiveres Potential im Bereich der anderen iiber- 
deckten Kontaktflaehen b. c. . . . an. Hierdurch wird das 
Kontaktelement 7. das im Prinzip wie eine Schottky-Diode 
aufgebaut ist. aufgrunddersogenannten Majoritaistragerdif- 
fusion im Bereich uber der Iiberdeckten Kontaktfliiche a lei- 

40 tend und aufgrund der Potentiuldifterenz zwischen dem 
Prufstift 11 ander Kontaktflache A und dem Prufstift 10 an 
dem Kontaktelement 7 flieBt - bei ordnungsgemaBer Lei- 
tungsbahn 2 - zwischen den beiden Priifstiften 10 und 11 ein 
Impulsstrom. der durch das StrommeSgeriit 26 erfaBt wird 

45 und ausgewertet werden kann. Im Bereich uber den anderen 
iiberdeckten Kontaktflaehen b, c befindet sich das Kon- 
taktelement 7 hingegen im Sperrmodus, so daB hier kein 
Strom zwischen den Priifstiften 12-13 an den Kontaktfla- 
ehen B, C und dem Prufstift 10 an dem Kontaktelement 7 

50 flieBen kann. 

Anhand von Fig. 3 wird nun beispielhaft die Prufung auf 
Isolation zwischen der Leiterbahn 2 bzw. der Kontaktflache 
a und einer der anderen Leiterbahnen 3-6 bzw. einer der an- 
deren Kontaktflaehen b. c B C W, X. Y. Z auf der * 

55 Leiterplatte erlauiert. Durch diese Prufung soil zunachst nur 
eine fehlerhafte Leiterplatte I erkannt und aussortiert wer- 
den. cine genauere Spezifizierung des Fehlers bzw. der Feh- 
lerstelle auf der Leiterplatte t ist an dieser Stelle zunachst 
nicht notig oder erwiinscht und kann spiiter erfolgen. 

60 Zur PrOfung der Isolation von Leiterbahn 2 steuert die 
Matrix-Steuerschaltung 25 die Schaltelemente 17 der Ma- 
trixschaltung 27 derart! daB der Prufstift 10 uber seine Ver- 
bindungsleitung 24 mit dem negativen Ausgang 20 fur ne- 
gative Sperrimpulse verbunden ist. der Prufstift 11 uber 

65 seine Verbindungsleitung 23 mit dem Ausgang 19 fur posi- 
tive Prufimpulse verbunden ist. und samtliche anderen Pruf- 
stifte 12-13. die eine Kontaktflache B. C. . . . kontaktieren. 
die mit einer entsprechenden anderen iiberdeckten Kontakt- 
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flaehe b. c, . . . in Verbindung siehen. iiber dcrcn Verbin- 
dungsteitungen 21-22 mit dem Masse-Ausgang 18 der Prtif- 
und Vers pan nungsque lie 16 verbunden sind. Somit liogt an 
dem Iciicnden Subsrrat 8 des Kontaktelementes 8 ein nega- 
tives Tiupulspotcntial und an dor n-doiierten Halbleiterbe- 5 
schichtung 8 des Kontaktelementes 7 cin domgegeniiber po- 
sitivercs Potential, namlich ein positives Tnipulspotential an 
der Kontakt flaehe a und Masse an den anderen Koniakt tla- 
cho n b. e, ... an. Tlierdurch spcrrt das Kontaktc lenient 7 ge- 
maB dem Prinzip einer Schottky-Diode und die Halbleiter- i<> 
bcschichiung 9 isoliert die Kontakt Aachen a. b. c. . . . der ul- 
trafeinen Leirerplaltenstruktur gegeneinander. Falls die Lei- 
tungsbahn 2 oder eine der mit ihr in Verbindung stehenden 
Kontaktflaehen a, A irgendeine anderc Leitungsbahn 3—6 

oder irgendeine andere Kontakt fl ache b, c B. C W, 15 

X, Y. Z kontaktiert. so flieBt aufgrund der Potent ialditYerenz 
zwisehen dem Prufstift 11 an der Kontakt fl ache A und den 
Priifsiiften 12-15 an den entsprcchenden Kontaktflaehen B, 

C W, X, Y. Z zwischen diesen ein Impulsstrom. der 

durch das StrommeBgerat 26 erfaBt wird und ausgewertet 20 
werden kann. 

Wie oben beschrieben weist das Kontaktelement 7 eine 
Diodenfunktion mit einem DurchlaBmodus und einem 
Sperntiodus auf. der fur die Priifung der ultrafeinen Leiter- 
plattenstruktur ausgenutzt werden kann. Der wesentliche 25 
Vorreil des Kontaktelementes 7 liegt darin. daB es einerseits 
einen gemeinsamen elektrischen AnschluB 8 hat und ande- 
rerseits auf der den Kontaktflaehen a, b. c. . . . auf der Lei ter- 
platte I zugewandten Seite 9 eine Diodenfunktion aufweist. 
wobei sowohl der Diodeneffekt zwischen den diversen Kon- 30 
taktflachen unddeni Prufstift als auch der Diodeneffekt zwi- 
schen den einzelnen Kontaktflaehen untereinander ausge- 
nutzt wird, so daB trotz Kontaktierung tnehrerer nebeneinan- 
derliegender Kontaktflaehen diese nicht kurzgeschlossen 
werden. Die halbleitende Beschichtung des Kontaktelemen- 3S 
tes kann durch eine hnpuls-Vorspannung in einen hochoh- 
migen Zustand versetzt werden. der nur selektiv bei Anle- 
gen einer Priifspannung an eine der Kontaktflaehen in einen 
leitenden Zustand verandert wird, so daB ein StromfluB be- 
wirkt wird. der in einer Auswerteschaltung des Prufgerates 40 
ausgewertet werden kann. 

In den Fig. 2 und 3 ist das Kontaktelement 7 beispielhaft 
in Form einer sogenarimen Schottky-Diode mit einem Me- 
tail-Halbleiter-Ubergang dargestellt. wobei die Halbleiter- 
beschichtung 9 n-dotiert ist. Ein solcher Sehottky-Ubergang 45 
ist besonders vorteilhaft. da er eine klare Sperr- und Durch- 
laBfunktion mit schnellen Schaltzeiten gewahrleistet. 

Es bieten sich allerdings auch komplexere Schichtaufbau- 
ten mit hoher Sperr- und DurchlaBfunktion auf Basis der di- 
versen Elementhalbleitermaterialien. wie C. Si. Ge. Sn. bzw. 50 
allgemein auf Basis der Elemente der IV. Gruppe des Peri- 
odensystems mit jeweils vier Valenzelektronen an. Ferner 
sind auch Schichtaufbauten auf der Basis von Verbindungs- 
halbleitem, wie beispielsweise GaAs, ZnS, ZnSe. ZnTe. 
CdTe. HgSe. AlAs. AlSb, GaP, InP. EnAs. InSb, Bl 2 Te 3 . 55 
PbTe. PbS. etc. moglich. 

Von der Prufspannungsquelle 16 werden MeBspannungen 
und -strome in Form von Prulimpulsen der in den Fig. 2 und 
3 angedeuteten Polaritat von 5 bis 20 Volt erzeugt, die zu ei- 
nem typischen StromfluB von I bis 10 m/\ fiihren. Die 60 
So haltfrequenz. mit der die Matrix-Steuerschaltung 25 die 
Schaltermatrix 27 umschaltet, liegt im kHz-Bereich typi- 
scherweise bei 10 kHz. 

Es ist nicht zwingend erforderlich. daB die Priit- und Vor- 
spannungsquelle 16 am Ausgang 20 negative Sperrimpulse 65 
und am Ausgang 19 positive Priifimpulse ausgibt. Zumin- 
dest theoretisch funktioniert das System auch. wenn am 
Ausgang 20 eine negative Gleichspannung und am Ausgang 
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19 eine positive Gleichspannung ausgegeben wird. Die Ver- 
wendung von Spannungsimpulsen hat den Vorteil. daB die 
Umschaltung der von Halbleiterelementen gebildeten 
Schalter 17 in der Schaltermatrix 27 in einer Umschalt phase 
orfolgen kann. in der kein Prut's trout flieBt. Dadurch werden 
nicht nur die Schalter 17 nicht belastet, sonde rn auch die 
Priifung genauer. 

Als bevorzugte Ausfuhrungsfonn wird als Priif- und Vor- 
spannungsquelle 16 eine Prut- und Vorspannungsquelle von 
bekannten und in der Praxis vorhandenen Universal- und 
Dedicated-Lei terptattenprufsyste men verwendet. Tn diesem 
Fall konnen die dort vorhandenen Potentiate Signal (+), of- 
ten (tloatened) und Masse (-) verwendet und damit die 
Schaltmatrix 27 benutzt werden. 

Die Breite eines Kontaktelementes 7 bet rag t beispiels- 
weise 1.0 bis 2.0 mm und die Dicke beispielsweise 0,1 bis 
1,0 mm. Die Kantenliinge des Kontaktelementes 7 ist je 
nach GrbBe der ultrateinen Leiterplattenstruktur. d. h. bei- 
spielsweise nach Lange des TC-Bausteins, frei w ah I bar. 

Wie bereits oben erwahnt, konnen die Kontaktelemente 7 
geniiiB der vorliegenden Erfindung in alien giingigen Priifsy- 
stemen ohne groBen Kosten- und Arbeitsaufwand eingesetzt 
werden. Fig. 4 zeigt schematisch die Anwendung in einem 
Mehrplatten- bzw. Universal- Priifadapter, wobei hier nur die 
beiden der Leiterplatte I nachstliegenden Fuhrungsplatten 
33 und 34 dargestellt sind. Autbau und Funktionsweise ei- 
nes solchen Mehrplatten-Prufadapters sind beispielsweise in 
der Patentschrift DE-C2-34 44 708 der Anmelderin genauer 
beschrieben, weshalb hier der Einfachheit halber nur auf 
diese Druckschrift Bezug genommen wird. 

Die der Leiterplatte 1 nachstliegendste Fiihrungsplatte 33 
des Mehrplatten-Adapters weist an ihrer der Leiterplatte 1 
zugewandten Seite eine Ausnehmung 43 auf. in die das 
Kontaktelement 7 eingesetzt werden kann. Eine solche Aus- 
nehmung 43 ist von Vorteil, utn das Kontaktelement 7 sicher 
mit dem Priifadapter verbinden und genau positionieren zu 
konnen. Wie in Fig. 4 gezeigt, muB der bzw. mussen die mit 
dem Kontaktelement 7 verbundene(n) Priifstift(e) 10 ent- 
sprechend kiirzer ausgebildet werden als die iibrigen Priif- 
stifte 11-15 des Priifadapters. 

Bei der Verwendung eines Spezialadapters mit festver- 
drahteten Priifstiften 10-15 ist der Autbau analog dem in 
Fig. 4 gezeigten. Der Unterschied besteht darin. daB der 
Spezialadapter sozusagen nur aus einer Fiihrungsplatte 33 
besteht. die mil einer entsprechenden Ausnehmung 43 fur 
das Kontaktelement 7 versehen ist. 

An der der Leiterplatte I zugewandten halbleitenden Be- 
schichtung 9 des Kontaktelementes 7 ist ein druckleitendes 
Ausgleiehselement 28 angebracht. dessen Grundform derje- 
nigen des Kontaktelementes entspricht. Bei diesem Aus- 
gleiehselement 28 handelt es sieh um ein elastisehes und se- 
lektiv leitfahiges Medium, das zwischen das Kontaktele- 
ment 7 und die Leiterplatte 1 gelegt wird, um Unebenheiten 
in der zu priifenden Leiterplattenstruktur auszugleichen und 
zu gewiihrleisten. daB alle Kontaktflaehen a. b. o. . . . einen 
sicheren Kontakt zu dem Kontaktelement 7 haben. Solche 
elastischen Medien mussen einerseits einen guten elektri- 
schen Kontakt zu der halbleitenden Beschichtung 9 des 
Kontaktelementes 7 aufweisen und andererseits eine elasti- 
sche Funktion besitzen. ohne jedoch aiie Kontaktflaehen a. 
b. c. . . . kurzzuschlieBen. Zur Erfiillung dieser Anforderun- 
gen sind verschiedene Technologien bekannt und konnen je 
nach Anforderungsprofil. d. h. je nach zu priifenden Leiter- 
plattenstrukturen und deren Oberfliichenbeschaffenheit. ein- 
gesetzt werden. 

In einem speziellen A us fun rungs be is pie I werden dabei 
sogenannte Druck-Leitfahige-Gummimatten (PGR - Pres- 
sure Conductive Rubber), wie beispielsweise JSR 1000 und 
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JSR 2(XKJ dor Firma Japan Synthetic Rubber Co.. LTD., To- 
kio. Japan, eingesetzt. Dies sind anisotrop leitfahige Gum- 
mimatlen. die mil gut elckirisch ieiienden Kiigelchen gefullt 
sind und bei ortlicher Druckbeaufschlagung, d. h. ortlich be- 
grenzter Komprimierung. in exakt diesem Be retch in z- 
Riehtung, d. h. in der zu den Priifsuften 10 parallelen Rieh- 
tung. elektrisch leitend werden und /u den angrenzenden 
Be re ic hen itie elektrischc [solution au tree hi erh alien b/.w. 
entsprechend hochohmig sind. S clone Man en srch.cn in Dik- 
ken von wenigen 0,10 "mi zur Verfugung und konnen auf 
die Kontaktelement-Geometrien aufgebracht werden, wobci 
sic im allgemeinen durch Adhiision aut" der halbleitenden 
Beschichtung 9 haften b lei ben. 

In einer weiteren Ausfuhrungsfonn konnen sogenannte 
elastomere Kontaktelemente 28. wie sie bei der Kontaktie- 
rung von LCD's und Lciterplatten bzw. allgemein zur Ver- 
bindung elektronischer Bauteile eingesetzt werden. verwen- 
det werden. Dabei sind bei sehr untersehiedlichcn Aufbau- 
ten iiblicherwcisc hohere Aufbauabmessungen. im allge- 
meinen groBer I mm, vorgesehen. Derartige Elastomer- Ver- 
binder 28 konnen rnit sehr diinnen in z-Richtung, d. h. in der 
zu den Priifstiften 10 parallelen Riehtung, ausgerichteten 
elektrisch leitenden Drahtchen oder anderen leitenden 
Strukturen gefullt sein. die gegeneinander gut isoliert sind 
und nur iiber ihre Stirnflaehen einen elektrischen Kontakt 
herstellen konnen. AUemativ konnen sie auch schichtartig 
aus elektrisch leitenden und isolierenden Schichten aufge- 
baut oder nur an ihrer AuBenseite mil elektrisch leitenden 
extrem diinnen Beschichtungsstrukturen versehen sein, die 
ebenfalls nur eine ortlich begrenzte Verbindung in z-Rich- 
tung herstellen konnen. Solche Folien sind beispielsweise 
vonder Firma FUJI Polymer Industries bzw. FUJEPOLY als 
ZEBRA oder MATRIX Elastomeric Connectors und der- 
gleichen erhaltlich. 

Fig. 5 zeigt einen vergroBerten Ausschnitt aus Fig. 4, in 
dem deutlich die Wirkungsweise des druckleitenden Aus- 
gleichselementes 28 zu erkennen ist. In den Bereichen der 
Kontaktrlachen a. b, c. ... der ultrafeinen Leiterplatten- 
struktur wird das Ausgleichselement 28 in z-Richtung kom- 
primien und dadurch in diesen Bereichen in z-Richtung lei- 
tend. In den zwischen den Kontaktrlachen a, b. c. . . . liegen- 
den Bereichen wird das Ausgleichselement 28 entsprechend 
nicht komprimiert und bleibt dort demzutblge elektrisch iso- 
lierend. 

In Fig. 6 ist schernatisch die Anwendung eines Kontakt- 
elementes 7 gemaB der vorliegenden Erfindung in einem 
rliegenden Priifringer-System dargestellt. Der Einfachheit 
halber ist hier nur ein Kontaktelement 7 ohne Ausgleichs- 
element 28 gezeigt. und es wurde auf die Darstellung der 
Auswerte- und Steuer-Elektronik verzichtet. die prinzipiell 
der in den Fig. 2 und 3 beschriebenen entspricht. 

Das fliegende Priifringer-System en t hail drei Priifstifte 
35-37 mit eingebauten Federn. die in alien Richtungen frei 
beweglich uber die Leiterplatte I fuhrbar sind. Einer der 
Prut'stitte 35 ist test mit dem Kontaktelement 7 verbunden, 
welches somit ebenfalls trei beweglich uber die Leiterplatte 
1 bewegt werden kann. Fur die Ansteucrung der beliebig 
wahlbaren Priifpositionen ist ein entsprechend optimierres 
Softwarcprogramm notwendig. Die Prtifung der Leiterplatte 
I auf Unterbrcehung oder Isolation der Leiterbahnen 2-6 

bzw. der mit diesen verbundenen Kontaktrlachen a. b, c 

A. B, C W, X. Y, Z erfolgt analog der obigen Beschrei- 

bung an hand der Fig. 2 und 3, die fur einen Fachmann auf- 
grund der obigen Beschreibung ohne weiteres ersichtlich ist. 

Fig. 7 zeigt in perspekti vise her An>icht den schemati- 
se hen Autbau eines weiteren Ausfuhrungsbeispieles eines 
Kontaktelementes 7. Um die Handhabbarkeit eines oben be- 
schriebenen Kontaktelementes 7 zu erhohen. ist das hier ge- 



zeigt Kontaktelement 7 aut* seiner den Prut'stit'ten 10 zuge- 
wandten Seite mit einem Fiihrungselement 44 eingefaBt. 
Das Fuhrungselemeni 44 bestehl dabei aus einem elektrisch 
isolierenden Material und bedeckt die den Priifstiften 10 zu- 

5 gewandte Seite und zumindest teilweise wenigstens einige 
der Seitenttachen des Kontaktelementes 7. Wegen der eint'a- 
cheren Konstruktion des Fuhrungselementes 44 sind in dem 
hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiel die beiden Stirnseiten 
des Kontaktelementes 7 nicht von dem Fiihrungselement 44 

to eingefaBt. das Fiihrungselement im wesent lichen in der , 
Form eines U-Profils ausgebildet. Das FUhrungsc lenient 44 
dart' sich nur soweit uber die Seitenttachen des Kontaktele- 
ments 7 nach unten erstrecken, daB die Funktionsfahigkeit 
des Kontaktelementes 7 nicht beeinrachtigt wird. Insbeson- 

15 dere muB dabei die Kompression eines evt. vorhandenen 
Ausgleichsclementes 28 beriicksichtigt werden. An der den 
Prut'stit'ten 10 zugewandten Seite des Fuhrungselementes 44 
weist dieses zumindest eine Aussparung 45 aut', die derart 
bemessen ist, daB ein Priifstift 10 durch sie hindurch das 

20 Kontaktelement 7 sicher kontaktieren kann. 

Ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel eines Kontaktelemen- 
tes 7 ist in Fig. 8 im Schnitt entlang seiner Langsaehse dar- 
gestellt. Die der Leiterplatte I zugewandte Seite des Kon- 
taktelementes 7 ist nicht vollflachig mit einer halb leitenden 

25 Beschichtung versehen. sondern weist in diesem Austiih- 
rungsbeispiel Flachenelemente 42 aus einem halbleitenden 
Material auf wobei die zwischen den halbleitenden Fla- 
cheneleniente n 42 liegenden Bereiche 41 isolierend ausge- 
fiihrt sind. Die Zwischenbereiche 41 konnen dabei entweder 

30 aus einem isolierenden Material oder durch Aussparungen 
zwischen den halbleitenden Flachenelementen 42 gebildet 
werden. 

Die halbleitenden Flachenelemente 42 konnen sowohl 
streirentonnig ausgebildet sein. wobei zumindest fiinf sol- 

35 cher Streifen 42 je 0, 1 mm Kantenlange des Kontaktelemen- 
tes 7 vorgesehen werden, oder matrixtormig angeordnet k 
sein, wobei zumindest fiinf solcher Flachenelemente 42 aut' 
einer Flache von 0.1 mm x 0,1 mm des Kontaktelementes 7 
vorgesehen werden. 

40 Die Fig. 9 bis 11 zeigen verschiedene mbgliche geometri- 
sche Konrigurationen der Kontaktelemente 7. wobei die 
Kontaktelemente 7 jeweils im Schnitt entlang Linie IX-IX 
von Fig. 8 dargestellt sind. Prinzipiell sind die Kontaktele- 
mente 7 in beliebiger Geometrie herstellbar und einsetzbar. 

45 In der eintachsten Form werden. wie in Fig. 9 gezeigt, Strei- 
fen von etwa 1 bis 2 mm Breite auf die jeweils notwendige 
Lange gebracht und dann in die jeweiligen Priif adapter ein- 
gesetzt. Entsprechend der Geometrie der zu priitenden Lei- 
terplattenstruktur konnen vorzugsweise auch L-, U-, quadra- 

50 tische oder rechteckige Geometrien sowie Kombinationen 
davon verwendet werden. wie dies in den Fig. 10 und 11 an- 
gedeutet ist. Die geometrische Kon figuration des in Fig. 1 1 
gezeigten Ausfuhrungsbeispieles, d. h. die rahmenformige 
Grundflache des Kontaktelementes 7 ist insbesondere fur 

55 die Priitung eines IC-Bausteines mit elektrischen Kontakten 
an alien vier Seiten geeignet. Die Wahl der spezicllen Aus- 
fuhrungsfonn wird unter anderem die Kosten der Kontakt- 
elemente und deren Lagerlogistik, sowie durch ihre Hand- 
habbarkeit und einfache Einsetzbarkeit in die Priifadapter 

60 bestimnu. 

In den Fig. 9 bis 11 sind zusatzlich die Kontaktrlachen a, 
b, . . . der zu priitenden ultrafeinen Leiterplattenstruktur an- 
gedeutet. Die Figuren veranschaulichen das Prinzip, daB die 
halbleitenden Flacheneteinente 42 jeweils uber einer der 
65 Kontakt flache n a. b. zu liegen kommen und die Kontaktfla- 
chen a. b, . . . durch die Aussparungen bzw. die isolierenden 
Bereiche 41 zwischen den halbleitenden Flachenelementen 
42 des Kontaktelementes 7 gegeneinander isoliert sind. 
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Diese MaBnahme verbessert gegeniiber einer oben beschrie- 
bcncn vollllachigen halhleitenden Beschichtung 9 die Isola- 
tion tier Kontakttlachen gegeneinantier. wobci uber tier Vor- 
teit ties gemeinsamen elektrischen Anschlusses 8 beibehal- 
ten wirti. 5 

Kig. 12 zeigt die Funktionstahigkeit einer rxiit einem oben 
an hand verse hiedener Ausfiihrungsbeispiele besehriebenen 
Kontaktelement 7 uusgestatteien LeiterplattenprutVorrich- 
tung. Die erlindungsgemaBe Vorrichtung ist in der Lage, 
- eine ultrat'eine Leiterplattensiruktur. wie sie in Fig. 12 etwa u> 
itu MaBstab 2 : I tiargesiellt ist. zu prut'en. Die ultrat'eine 
Leiterplaitenstruktur en t hair aut' einer Ruche von etwa 1 
Tnch x I [nch ungetahr 16 x 16 Kontakttlachen, d. h. das Ra- 
stenuaB tier einze Inert Kontakttlachen bet nig t weniger als 
1.5 mm. 15 

Patent axis priic he 

1 . Vorrichtung zum Prufen der Leiterbahnen (2-6) von 
elektrischen Leiterplatten (1) aut* Unterbrechung oder -0 
Isolation, mit Prufstiften (10-15; 35-37) zum Kontak- 
tieren der Leiterbahnen (2-6) bzw. der mit diesen ver- 
bundenen Kontakttlachen (a, b, c. . . A, B, C. . . .; X. 

Y. Z), tuii einer mit den Prufstiften verbindbaren Priif- 
spannungsquelle (16), und mil einer Auswerteschal- IS 
tung (26), die den StromfluB durch die mit der Priif- 
spannungsquelle einerseits und der (den) zu priifenden 
Leiterbahn(en) andererseits verbundenen Priif stiffen 
als Fehlerprufergebnis auswertet, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB ein zwischen die.Priifstifte (10: 35) und 30 
die Leiterplatte (I) einfiihrbares Kontakte lenient (7) 
vorgesehen ist. dessen den Prufstiften zugewandte 
Seite aus leitendem Material (8) besteht und mit min- 
destens einem Prufstift (10; 35) eine elektrische Kon- 
taktverbindung bilden kann, die der Leiterplatte zuge- 35 
wandte Seite des Kontakte lementes (7) Abmessungen 
derart hat, daB das Kontaktelement zur gleichzeitigen 
Kontaktierung von mindestens zwei Leiterbahnen 
(2-4) oder Kontaktflachen (a. b. c, . . .) zu Leiterbah- 
nen geeignet ist. und das Kontaktelement (7) zwischen -w 
einem DurchlaBmodus und einem Sperrtnodus urn- 
schaltbar ist. wobei es im DurchlaBmodus einen Strom- 
fluB zwischen deru (den) entsprechenden Prufstift(en) 
und den kontaktierten Leiterbahnen oder Kontaktfla- 
chen zulaBt und im Sperrmodus einen solchen Strom- 45 
11 uB unterbindet und zusatzlich die kontaktierten Lei- 
terbahnen oder Kontakttlachen voneinander isoliert. 

2. Vorrichtung nach Anspruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das Material (8) der den Prufstiften (10; 
35) zugewandte Seite des Konraktelementes (7) ein 50 
Metall ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die der Leiterplatte zugewandte 
Seite des Kontaktelementes (7) mit einer Beschichtung 

( 9) aus einem Hal b lei termate rial versehen ist. und eine 55 
Vorspannungsquelle (16) vorgesehen ist. um im Sperr- 
modus eine Vorspannung zwischen der den Prufstiften 
zugewandten Seite (8) und der der Leiterplatte zuge- 
wandten Beschichtung (9) des Kontaktelementes (7) 
anzulegen. die den StromfluB zwischen detn (den) ent- 60 
sprechenden Priifstift(en) und den kontaktierten Leiter- 
bahnen oder Kontaktflachen unterbindet. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3. da- 
durch gekennzeichnet. daB bei Verwendung eines Priif- 
adapters dieser auf seiner der Leiterplatte (1) zuge- 65 
wandten Seite mit einer Ausnehmung (43) zur teilwei- 
sen oder vollstandigen Aumahme des Kontaktelemen- 
tes (7) versehen ist. 
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5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet. daB bei Verwendung eines 
Me h rp tatt en- Priif adapters die der Leiterplatte (1) 
naehstliegende Fiih.ru ngsplatte (33) des Prufadapters 
mil einer Ausnehmung (43) zur tetlweisen oder voll- 
standigen Aufnahme des Kontaktelementes (7) verse- 
hen ist. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet. daB bei Verwendung eines flie- 
genden Priifrtnger-Sys terns zumindest einer der Priif- 
stifte (35) test mit dem Kontaktelement (7) verbunden 
ist. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet. daB die der Leiter- 
platte zugewandte Seite des Kontaktelementes (7) Flii- 
chenelemente (42) aus halbleitendem Material auf- 
weist, wobei die Flachenelemente (42) matrixforrnig 
angeordnet und die zwischen den beschiehteten Flii- 
chenelementen (42) liegenden Bereiche (41) isolierend 
ausgefiihrt sind. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet. daB die der Leiter- 
platte zugewandte Seite des Kontaktelementes (7) 
strcitentbrmige Flachenelemente (42) aus halbleiten- 
dem Material (9) aufweist, wobei die zwischen den be- 
schiehteten Flachenelementen (42) liegenden Bereiche 
(41) isolierend ausgetuhrt sind. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet. daB auf die der Lei- 
terplatte (1) zugewandten Seite des Kontaktelementes 
(7) ein druckleitendes Ausgleichselement (28) aufge- 
bracht ist, das elastisch und selektiv unter Druckein- 
wirkung elektrisch lei tend und ohne Druckeinwirkung 
isolierend ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das Ausgleichselement (28) eine aniso- 
trop leitfahige Gummimatte ist. die mit gut elektrisch 
leitenden Kiigelchen gefullt ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das Ausgleichselement (28) eine elasto- 
mere Matte ist. die mit sehr diinnen gut elektrisch lei- 
tenden Drahtchen oder leitenden Strukturen gefullt ist. 
die gegeneinander elektrisch isoliert und in der zu den 
Prufstiften (10) parallelen Richtung ausgerichtet sind. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Prut- und 
Vorspannungsquelle (16) MeBspannungen und -strdme 
ausgibt. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche. dadurch gekennzeichnet, daB die geometri- 
sche Grundflache des Kontaktelementes (7) streiten- 
fonnig, L-tonuig, U-formig oder rechteektormig und 
flachenfdniiig oder rahmenformig ist. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche. dadurch gekennzeichnet, daB ein Fuhrungs- 
element (44) aus isolierendem Material vorgesehen ist, 
welches das Kontaktelement (7) an der dem (den) Priif- 
stift(en) (10; 35) zugewandten Seite zumindest teil- 
weise einfaBt. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das Fuhrungselement (44) an seiner dem 
(den) Prufstift(en) (10; 35) zugewandten Seite eine 
Ausnehmung (45) autweist, durch die hindurch der 
(die) Priifstift(e) das Kontaktelement (7> kontaktieren 
kann (konnen). 

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet. daB das Material (8) der den 
Prufstiften zugewandte Seite des Kontaktelementes (7) 
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eines aus dor Gruppc Messing. Nirosta, Wolfram und 
oberrlachen-vergoldetes Merall ist. 
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